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研究背景> 近年、Ⅲ族窒化物半導体 AlGaNが水銀ランプに代わる高効率・長寿命・低環境負荷深紫外光

源材料として注目され、高効率デバイスの実現に向け、高品質 AlN 基板作製方法の確立が急務となって

いる。AlN バルク結晶作製においては SiC 基板上への昇華法での成長が一般的であるが、高い成長温度

による SiC基板の表面荒れによる初期成長層の結晶性の悪化が問題となっている。本研究では GaNの中

間層として成長が可能であり[1]、成長温度に対して十分な高融点材料である TiN層を導入し昇華法によ

る AlNの成長を試みた。 

実験方法> 6H-SiC(0001)基板上に N2 : Ar混合雰囲気中で室温にて Tiターゲットを用い反応性スパッタ

リングを行い、膜厚 40nm程度の TiN薄膜を製膜した。作製した TiNをウィンドウ、テラス幅：30/30μm

マスクを用い、フォトリソグラフィーを行った後、60℃、30%H2O2にて 10分間ウェットエッチングを行

い<1-100>ストライプパターンを作製した(図 1)。ストライプ基板上に、焼結体 AlN 原料を用いて、基板

温度 1700℃、成長圧力 50kPaの条件下で、60分間昇華法によるAlNの成長を行い、成長後の形状をSEM、

結晶性を X線ロッキングカーブ測定、エッチピット密度(EPD)により評価した。 

特色と独創的な点> これまで昇華法 AlN において TiN を導入した報告はなく、TiN 層の導入により AlN

の結晶性の向上が期待される点。 

研究成果> 図 2は成長後の鳥瞰 SEM像であり、詳細な観察により、TiN 上から AlN によるファセットが

形成されていることがわかった。また、SiC 上には AlN が成長していないが、これは成長過程において

SiC表面が荒らされ、TiNは保護膜として作用しAlNがTiN上へ選択的に供給され成長したと考えられる。

この試料における結晶性を評価するために AlN(0002)回折のロッキングカーブ測定を行い、TiN なしの

6H-SiC 上 AlN と比較を行った。両サンプルとも AlN(0002)ピークが観察され c 軸配向した AlN の成長が

確認できた。また、ロッキングカーブ半値幅および EPD評価（表 1）より TiN上に成長した AlN におい

て半値幅、EPDが減少し、AlN の結晶性が向上することが分かった。 
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